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STM, участок 

размером

250x250 нм2

пленки TiN, 

полученной 

методом 

магнетронного 

напыления.

Толщина пленки 

100 нм, 

максимальная 

амплитуда по 

высоте 2 нм.

Неоднородность по толщине,

как результат магнетронного напыления



Сверхпроводящие флуктуации при низких 

температурах вблизи Bc2
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Сверхпроводящие флуктуации при низких 

температурах вблизи Bc2
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Сверхпроводящие флуктуации при низких 

температурах вблизи Bc2

!!! Зависимости являются немонотонными вблизи Bc2 !!!

!!! достаточно 
изменения 
магнитного 
поля на долю 
процента !!!

3.04 Тл 2.2 кОм
3.03 Тл  2 кОм
---------------------
0.33%     10%



Интересное предположение
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L – характерный масштаб 

неоднородности толщины.

l – длина свободного пробега

- сверхпроводящая длина 

когерентности

Модель макроскопически неоднородной 

двумерной системы



Зависимость критической температуры от сопротивления

Theory
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Двойной возвратный переход

Для сеток размером 100х100 показано, что при возникновении разброса в 

равнораспределении сопротивления, зависимость полного сопротивления сетки от 

температуры  приобретает немонотонный характер, называемый двойным возвратным 

переходом.
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